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32.3. Constituicao e simbologia

A Figura 234 representa um JFET de canal N com a polarizacao de
dreno designada por UDD. Num JFET de canal N a tensao no dreno
€ positiva e a tensao na fonte € negativa. O termo efeito de campo
relaciona-se com as camadas de deplecao a volta de cada regiao P.
Estas camadas de deplecao ou barreira de potencial existem devido
aos eletroes livres que se difundem das regides N para as regioes P,
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Figura 234. Polarizacao dreno - fonte do JFET.

A portatipo P e a fonte tipo N formam o diodo porta - fonte. Num JFET,
o diodo porta - fonte é polarizado inversamente atraves da fonte de
tensao Ugs, como mostra a Figura 235. Devido a esta polarizagao inver-
sa, a corrente da porta I € muito pequena, o que equivale a dizer que o
JFET possui uma resisténcia de entrada quase infinita.

Um JFET tipico apresenta uma resisténcia de entrada na ordem
das centenas de Megaohms. Isto constitui uma grande vantagem do
JFET relativamente ao transistor BJT. Assim aplica-se o excelente
comportamento do JFET nas aplicacoes que exijam elevada impedan-
cia de entrada.

Os eletroes que passam da fonte para o dreno devem percorrer
o estreito canal entre as camadas de deplecao. Quando a tensao da
porta se torna mais negativa as camadas de deplecao expandem-se
e o canal condutor torna-se mais estreito. Quanto mais negativa for
a tensao da porta menor sera o canal e, por conseguinte, a corrente
entre a fonte e o dreno.

O JFET é um dispositivo controlado por tensao, porque a tensao
de entrada controla a corrente de saida. Num JFET, a tensao entre a
porta e a fonte Ugg determina a corrente que passa entre a fonte e o
dreno. Quando Uy € igual a zero passa a maxima corrente do dreno
atraves do JFET, uma vez que o canal esta completamente aberto. Por
outro lado, se Ugg for um valor suficientemente negativo, as camadas
de deplecao tocam-se e a corrente do dreno e cortada I, = 0.
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Figura 235. Polarizacao porta - fonte do JFET.

Esquematicamente temos que sendo U = 0 V:
SeUps =0V 2> 15-0 mA > canal completamente aberto (simetria
nas regioes de carga espacial).

CANAL

Figura 236. Efeito de U, sobre o canal — U,g =0 V.

SeUps 1t 2 Ip1 = canaldiminui (carga espacial aumenta na zona
mais afastada da fonte).

Quando Uyg = Up (pinch off) o canal fecha - bloqueia e a carga especial
ocupa o todo o canal.

Figura 237. Efeito de U, sobre o canal — Uy #0 V.

33.4. Carateristica de saida

A figura esquematiza um JFET com as tensdes de polarizagcao normais.
Neste circuito, a tensao porta - fonte Ugg € igual a tensao de alimenta-
¢cao Ugg e atensao dreno - fonte Uyg € igual a tensao de alienacao Uy,



